Температурные поправки к сопротивлению в квантовых ямах на основе HgTe
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Квантовые ямы (КЯ) HgTe - довольно новые и интересные материалы. При различной толщине образца они могут проявлять свойства как топологических изоляторов, так и двумерных полуметаллов [1, 2]. В этой работе мы теоретически исследуем транспортные свойства толстых образцов, когда КЯ HgTe находится  состоянии двумерного полуметалла. В экспериментах при низких температурах эти образцы демонстрируют линейный или квадратичный рост сопротивления с температурой при различном напряжении затвора. И нет общего теоретического описания этого поведения.

В данной работе мы разработали последовательную теорию температурной зависимости сопротивления в низкотемпературном пределе для двумерных полуметаллов. Мы использовали метод температурной функции Грина для изучения влияния электронно-дырочного рассеяния на температурную зависимость сопротивления. Основным предположением было квазиупругое рассеяние из-за большой разницы в массе между электронами и дырками.

В рамках этого подхода мы получили выражения, которые воспроизводят линейную и квадратичную температурную зависимость удельного сопротивления КЯ HgTe в различных режимах. Прямое сравнение наших теоретических выводов с экспериментальными результатами показывает отличное соответствие.

Результаты этой работы открывают путь к лучшему пониманию физики КЯ HgTe.
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